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[はじめに]  室温での禁制帯幅が約 0.6 eV の Mg2Si は、低キャリア濃度のバルク結晶が開発されており、基板

上に直接 pn接合が作製可能なことから低コストで大量生産に適した短波長赤外域の受光素子材料として期待され

る[1-3]。現状、直径１インチサイズまでの結晶開発が進んでいるが、ウェハとして切り出した際の表面加工条件

や結晶性の研究は進んでおらず、受光素子の作製に適したウエハ加工技術を確立する必要がある。研磨表面の結

晶性評価では、X 線ロッキングカーブ(XRC)のピークテールを用いる手法が提案されている[4]。そこで本研究では、

Mg2Si の研磨を行い、XRC 測定のピークテールを用いた評価について報告する。 

[実験方法] 垂直ブリッジマン法で成長した直径

19mm の Mg2Si 結晶[2,5]をダイヤモンドソーで成長方

向に垂直に切断し、研磨処理を行った。XRC 測定は

Panalytical社のX’pert Pro MRDを使用し、Mg2Si 440 回

折線を評価に用いた。入射 X 線には Cu 管球と非対称

ハイブリッドモノクロを用い、回折角 43 度付近のピー

ク広がりは約 50 秒である。ウエハの研磨は SiC 研磨紙

の P1000、P2400、多結晶ダイヤモンド砥粒の 3µm、1µm、

0.25µmの順で行い、各工程で XRC 測定を行った。 

[実験結果と考察] Fig.1に切断後のMg2Si結晶表面

の XRC 測定ピークを示す。回折曲線は広い角度範囲

で単一のピークとその裾野がみられ、結晶自体は良好

な結晶性を持っていることがわかる。Table.1 は XRC

測定で得られたピークの半値全幅(FWHM)、1/100 値全

幅(FW100M)、1/500 値全幅(FW500M) 、1/1000 値全幅

(FW1000M)をまとめた結果である。Table.1 より、切断

直後より P1000での研磨後の結晶表面の乱れが大きく、

P2400 以降の研磨面では FWHM はほぼ一定の値を示

した。一方、FW100M、FW500M、FW1000Mでは、0.25µm

を除いて研磨工程が進むにつれて値が改善され、結晶

表面の乱れを評価できていると考える。また、0.25µm

では研磨によってダメージが生じた可能性がある。 

 

Fig.1. A typical rocking curve of as-cut Mg2Si wafer at 440 

diff. 

 

 

Table.1. List of XRC peak width for various polishing 

conditions.

FWHM FW100M FW500M FW1000M

as cut 0.0188 0.151 0.441 0.724

P1000 0.0232 0.226 0.610 0.909

P2400 0.0173 0.132 0.346 0.592

3μm 0.0179 0.130 0.394 0.771

1μm 0.0151 0.108 0.290 0.515

0.25μm 0.0170 0.105 0.304 0.582

XRC peak width [deg.]
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